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１．概要（Summary） 

Si 上にエピタキシャル成長した Ge 層は、シリコンフォトニ

クスにおける受光器や光変調器の材料として有効である。

一般に膜厚が数 100 nmのGe層が用いられるが、Ge中

には引っ張り格子ひずみ（0.2%程度）が熱応力によって

誘起されている。直接遷移バンドギャップが縮小する結果、

光吸収端が 1.55 µmから 1.6 µm程度まで長波長化する

[1]。格子ひずみを工学的に制御することがデバイスの動

作波長制御にとって重要である。本研究では、SOQ 基板

上に Ge 層をエピタキシャル成長させることで熱応力を増

大させ、吸収端を長波長化させる方法を検討した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

光リソグラフィ装置MA-6 

8 インチ汎用スパッタ装置 

【実験方法】 

SOQ基板上にエピタキシャル成長したGe層を用いてGe

フォトダイオード(PD)を作製した。フォトリソグラフィと B 及

び P イオン注入によって p型領域と n型領域を櫛型状に

形成し、横型 pinPD を作製した。Fig. 1 に作製した

GePD の光学顕微鏡像を示す。作製した Ge-PD に対し

受光スペクトル測定を行った。 

 

Fig. 1 Optical microspoce image of Ge-PD 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2に作製した SOI基板及び SOQ基板上 Ge-PDに

対する受光スペクトルを示す。SOQ 基板上 Ge の動作波

長が SOI基板上 GePDに比べ約 20 nm長波長したこと

がわかる。これは Ge 層を SOQ 基板上にエピタキシャル

成長したことでより強い熱応力が加えられ、Ge のバンドギ

ャップがより縮小したことに起因すると考えられる。 

 

Fig. 2 Responsivity of Ge-PD on SOI & SOQ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

６．関連特許（Patent） 

なし    


